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【はじめに】 立体チャネル構造を持つ FinFET型

のトランジスタは、GaN 系デバイスでも従来の

HEMT に比較してゲートの制御性や高電流密度

でメリットが期待できる[1]。これまで GaN系の

FinFET はエッチングで Fin 構造のチャネルを形

成する方法で作製されていた。これに対し、我々

は Fin 構造を GaN の選択成長法で形成すること

でより加工ダメージと結晶欠陥の少ない高品質

のデバイスが実現出来る可能性を提案し、この

方法で GaN の Fin 構造を形成する研究を行って

きた[2-4]。今回、選択成長 GaN Fin構造をもとに

実際に FinFET を作製し、その動作を確認したの

で報告する。また、選択成長においてはマスク上

に横方向に乗り上げ成長した領域でより良い結

晶性が得られるため[4]、この領域を利用するデ

バイスの作製を行った。 

【実験】作製した GaN FinFET の構造を Fig.1に

示す。選択成長 GaN チャネルは、高抵抗

GaN/Sapphire 基板上にストライプ状の成長窓を

開口した SiO2ハードマスクを作製しMOCVDで

n 形 GaN を選択成長した。選択成長 GaN は窓領

域から SiO2 上に乗り上げて幅 960 nm 程度まで

横方向成長した（高さ約 300 nm）。その後、この

成長構造の中央を RIE でエッチングすることに

よって横方向成長領域の Fin 構造を両側に形成

した。ソース/ドレインコンタクトとして Ti/TiN

を堆積して Ar 雰囲気中で 850℃、30 秒の Rapid 

Thermal Annealing (RTA)を行った。ゲートはAl2O3 

40 nmを ALD で堆積して TiNをスパッタリング

法で堆積した。作製したデバイスは、ゲート長

𝐿𝑔= 33 μm、ソース-ドレイン間距離𝐿𝑑𝑠 = 45 μm

であり、チャネル幅約 250 nm、チャネル高さ約

300 nm の GaN チャネルが 18 本並列に並んでい

る。 

【結果】作製した GaN FinFET の𝐼𝑑-𝑉𝑑𝑠特性を評

価した結果、ゲートによる電流変調が確認され

たが、同時にソースドレイン間の大きなリーク

電流も現れた。このリーク電流は、デバイス作製

プロセスの中で選択成長の窓領域の基板側の

GaN の表面近傍に意図しない低抵抗領域が発生

したことによるものであることがわかった[5]。

これは Fin 構造のトランジスタの外側のパラレ

ルパスによるリーク電流であることから、測定

された Id からリーク電流成分を差引き、その結

果を Id-Vds特性として Fig.2 に示す。これより、

選択成長 GaN チャネルによる FinFET のトラン

ジスタ動作が確認できた。 
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Fig.1 Structure of the selectively grown GaN 

FinFET fabricated 

 

Fig.2 𝐼𝑑-𝑉𝑑𝑠characteristics (after leakage subtraction) 
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